
































































专利名称(译) 粘合剂晶片与牺牲隔离物结合以控制厚度变化

公开(公告)号 US9153548 公开(公告)日 2015-10-06

申请号 US14/027875 申请日 2013-09-16
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[标]发明人 CHAN CLAYTON KA TSUN
BIBL ANDREAS

发明人 CHAN, CLAYTON KA TSUN
BIBL, ANDREAS
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其他公开文献 US20150076528A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种用于形成微器件阵列的方法和结构。在包括在稳定层中的稳
定柱阵列上形成微器件阵列。图案化的牺牲间隔物形成在稳定柱之间和
微型器件之间。图案化的牺牲间隔物设置在图案化的牺牲间隔物上。
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